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La presente inven&ién se relaciona con perféccionamientos en
dircuites integradés con efecto hall, del tipo de circuito iﬁtegrado, en
el cual el dispositivo con efecto halla y el circuito detector se pueden
incorporar en un solo blogquecito monolitico. Un dispositivo de Efscto Hall
es un blogue de material semiconductor que actfia como transductor para con
vertir densidad de flujo magnftico en un potencial elécirico. Cuando pasa
una corriente desde un extremo del material semiconductor al otro, se fors
man pares de deficiencias electrénicas y elctrones en el interior del matg
rial semiconductor. Un campo magnético perpendicuiaﬁ al flujo de la corn@ﬂ
te hard que las deficiencias clectrénicas y los elactronss se separsn pog
dueciendd un potencial de voltajs que se puede medir entre los lados opués
tos del material semiconductor. Zste voliaje es proporcicnal a la densidad
del flujo del campc.magnetico y a la magnitud de la corriente que fluye a
través del diEPOsitivo del Efecto Hall y'se represents matemiticamente co~
mo:

V= K1IHB, donde K1 = a constante del dispositivo; Iy = corriente
Hall; y ¥ = densidad del flujo magnético.

Como el dispositivo de Efzcto Hall se fabrica de matsrial semi
conductor, un voltajs contante alimentzdo a través del disoositivo produ-
cirf una corriente a través del dispositivo de 3fecto Hall que varfa inven
samente con la temperatura., Por consiguiente, se perjudica la rrecisidn u
del transductor de ifecto Hall,

En el pzsado se ha intentado dar solucién a este problema em—
plegado un generador const2nte. Ko obstante, en estz forma de enfocar el
rroblema surgen otros problemas., &n primer luzar, es dificil de conseguir
una -ue:wte de corrients constante ideal con dispositivos de circuito inte
grado porque contienen resistores monoliticos alineales. 0tro problena es
que existe una dependencia de la températura asociada con la resistencia
Hall del silfcio epitaxial a pedar del empleo de la regulacién de corrien

te constante. Una exposicién detallada de este fenfmeno se pueden encone
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trar en ol articulo titulado "Modular Hall Masterslice Transducer" de
R.J. Braum que pzrece en "IBM Journal Research and Development, Julio 1975

Bl presente invento adopta una forma diferente de enfocar el
problema del disfositivo de efacto Hall en aplicaciones donde se.ha de de-~
tectar un voltaje umbral. No se necesitan fuentés de corrientes constantes)
gino que un dispositivo sensor diferencial se acopla a los dispositivos dé
Bfeoto Hall y muestra la corriente que fluye a través del dispositivo y &
ajusta el voltaje umbral en el circuito sensor para compensar cualquier .
cambio en la ocorriente de efecto Hall debido a Vvariuciones de temperatura.
De este modo, el dispesitivo de efeocto Hall y el circuito detector se refd
rencian Suntos por lo que el voltaje producido por el dispositivo de EfecH
to Hall y el umbral del circuito comparador o sirsuiitn detector estin &m-
bos en funeién a la corrienjae gue fluye a través del dispositivo de Efec-
to Hall.

En sistemas normales de encendido de automéviles un rotor mag
nético desaproximado tendria una densidad de flujo inferior a 300 gaussio
mientras que una densidad de campc magnétioo de 400 gaussios o mayor indi<
carfia que el motor estid en la posicién apropiada para excitar la bujiél.ﬁn
esta aplicacibén un dispositivo gensrador Hall & un oomparador.detector se
ajustarfa inicialmente de modo que el circuito comparador o ciresito ieteg
tor cambiaran de estados cuando el voltaje Hall es de 14 milivoltios rerrg
genta una densidad de flujo magnético de 350 gaussios. Por lo tanto, las
variaciones en la temreratura o en el voltaje de suministro harian que
cambiaran la corriente de efecto Hall y, por lo tanto, el voltaje generadd
por el dispositivo de Efecto Hall. Las variaciones de vorriente Hall pro-
ducirian también un cambio correspondiente en el lumbral del circuito com
parador, vor lo que el umbral conmutaria todavia a 350 gaussiés independi%g
tes de las variaciones reales de la corriente de Efeoto Hall.

. La figura i, ilustra un esquema elécirico del presente inventd.

La figura 2 es una serie de curvas que ilustran el voltaje de
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Efecfo Hall y el voltaje umbral del oomparador trazado ‘contra la corriente
de Efecto Hall,

La figura 3 ilustra el presente invento incorporado en un blo
quecito semiconduc£or monolitico simple.

Refiriendonos ahora a la figura 1 ilustra un aisvositivo gene-
rador de Efecto Hall 1Y acoplado a un circuito sensor o comparador diferen
cial 12, Un circuito reflector de corriente normai 14 que comprende un dig
do semiconductor 16 en un tramo de wn ira,sistor NFY 18 en el otro tramo

se acopla entre el gensrador Hall 10 y el eircuito comparador o detector

..
o

[ ] Lo &8 o

‘Bl circuito detector 12 comprende un par de transistores coneg

tados de una forma diferencial 20 y 22 acoplados a la fuente de voltaje.de

suministro VCC por id 14nea 24 y un resigtor de carga RL’ respectivanenie

Un resistor R1 se conecta comfinmente entre los terminales de los emisores
de los iransistores 20 y 22, El diodo 16 se acopla al generador Hall con
la linea 26 y la linea 28 acopla el terminal colector del transistor 18

al terminal emisor del fransistor 20.

En la modalidad preferible, el trazado de la figura 2 ilustré

TH
del circuito sensor 12 no serd alcanzado por a8l voltaje Hall YH’ mientras

que en densidades de flujo de menos de 30 guassios el voltaje umbrel V

/ )
que las densidades de flujo superiores a 400 guassios generar un v.litaje
Vs

Hall VH mayor que el voltaje umbral V, ..
— TH
// La fugura 3 ilustra un cuerpo de mate ial semiconductor que
tiene un dispositivo de Efecto Hall 32 y un circuito integrado 34 forma:de
en el cuerpo, En una ejecucién real, el dispositivo de Efecto Hull 32 co-
rresponderia al dispositivo 10 de la figura 1 y el circuito integrado 34
'corresponderia al re@to.de la circuiteria.
El circuito reflector de corrien e 14 hace que el valor de la

corriente IH gue fluye en la linea 28 sea igual a la corriente de Efecto

Hall Iy generada en la linea 26 conectada al dispositivo de Efecto Hall .
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"{Por consiguiente, el punto en el oual el cirouito detector 12 genera una
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10, Do este modo, rese a las variaciones de temperatur;, la orriente en
las lineas 26 y 28 p;rmaneceré asencialmente igual.

Bn el punto umbral del comparador, fluyen corriente idéntica
del coneotor y el emisor en ambos transductores diferenciales 20 y 22, V.

gy Iﬁ « De este modo, el voltaje a través del resistor R1 nerd igual a
?

IER1 + Por consiguiente, la unién base~emisor el transistor 22 se polari-
g
za de una forma mids positiva que la unién base—emisor del transistor 20,
creando de ests modo un desplazamiento de voltaje o voltajs umbral,

Ve = 1/2 LR = K 2L,

Segln se ha expuesto anteriormente, el voltaje Hall VH.existe

a través de los terminales 36 y 38 est4 representado pore VH’ KlIH1;. .

gefial de salida Vc es préicticamente independiente de lg_corriente Hall_IH,
puesto que K1 y K2 son constantés. Las variaciones de corriente inducidas
por la temperatura en el dispositivo Hall 10 no pueéen excitar un disposi+
tivo sensor Hall a niveles de voltaje Hall errdneos puesto que el voliaje
unbral del ¢ircuito sensor 12 sigue la pista a los cambios de corriensesi
Hall,

Descrita sufiencientements la naturaleza del invento asi como
la manera de realizarlo en la priotica debe hacerss constar jue las dispo=
siciones anteriormente descritas son suscevtibles de modificaciones en

cuanto no altsren su principio fundamental,




10

15

25

3o

"|dos porque: la circuiteria acoplada al dispositivo de Bfecto Hall y a la

RﬁIVINDICACIOHES

1.~ Perfeccionamientos en circuitos integrales de Efecto Hall
caracterizados porque cada circuito comprende: un dispositivo semiconduc-
tor de Efecto Hall due responde a un flujo magnético para proporcionar un
sefial de salida de Efecto Hall que fluye a través del mismo sencidle a la]
variaciones de temperatura; circuiterfa detectora que tlene un voltaje um-
bral y una corriente de servicio acoplaca al dispositivo de efecto Hall pal
ra generar un voltaje umbral; y una circuiteria acoplada al di??OSitiVo

de Efecto Hall y a la circuiteria detectora para mantenmer la corriente.ds

gervicio a un valor 7jue mantiene una relacidn predeterminnda con la corrig

1=

te de Efecto Hall durante las variaciones de temperatura para hacer qué'-
1la sefial de salida de Efecto Hall siga la pistz &l woltaje umbral con =l
fin de generar una seflal de salida de deteccién praéticamente'iq?qnendjgn:
te de las variaciones de temperatura. S

2.~ Perfeccionamientos seglin la reivindicacién 1, caracteriza-

circuiteria detectora funciona acoplada al dispositivo de Efecto Hall y
responde a la corriente de sfecto Hall pars manterer la corrisnte de ser-~
vicio a un valor que tieme una relacién predeterminzda con la corrisntis
de Bfecto Hall durante las variaciones de temperatura con el fin de hacer
que la seflal de salida de Zfecto nall sise la pista al voltaje umbrzl y
genersr wna seflal de salida de deteccidén cirtualmente indspeadiente de las
variaciones de temperatura.

3+~ Porfeccionamientos segin la miviandicacién 2, caracteriza-
dos porque, la circuiterfa detectora comprende wun circuito amplificador
diferencial que tiene un par de transistores acoplados de una formas difa-
rencial.

4.=- Perfecoionamientos segin la reivindicacién 3, caracteriza-

dos porgue, la circuiterfia acopplada al dispositivo de Efecto Hall y a la

circuiteria de deteccidén comprende un circuito reflector de corriente parT

7



-6 -

mantener la corriente de servicio a un valor que mantiene una relacién preg
determinada con la ocorriente de Efecto Hall,
5.~ Perfeccionanmisntos en circuitos integrados de Efeato Hallj
todo ello tal y como queda descrito en la presente Memoria e ilustrado en '
los dibujos adjuntos.
La yresente Memoria consta de 5 hojas esoritas a mfuine por
una séla cara. 14 FEB. 1978
Madrid,

OTOROLA

R TP RIS . O VP



MOLORCLA INC.,

Hoja Unica.

.ﬁ ~Vee

CC-IH ) RL

3071

V=B >400 GAUSS

f‘\\‘

V,#8 <300 GAUSS

v

I e

]
LS

F_IG 2 § : :
L




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



